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(57)  약

본  2원계 말  한 CIS 막 태양 지    준비하는 단계   극  증착하는

단계   체  하는 단계  층  하는 단계  층  하는 단계 도우층  하는

단계  극  하는 단계  루어진다. 
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상
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특허청  

청 항 1 

 준비하는  1단계 ;

상   에  극  증착하는  2단계 ;

상   극 에  체  하는  3단계 ;

상   체 에 층  하는  4단계 ;

상  층 에 층  하는  5단계 ;

상  층 에 도우층  하는  6단계: 

상  도우층 에 극  하는  7단계

 포함하 , 상  3단계에  상   체는 상   극  층  에 삼 늄 듐(In2Se3)

말  도포하고 도체 열처리 비(DIFFUSION FURNACE)  하여 100℃ 내지 200℃ 도  열처리  진행

한 후 늄 리(CuSe) 말  도포하고 도체 열처리 비(DIFFUSION FURNACE)  하여 100℃ 내지 200

℃ 도  열처리  진행 하는 것  특징  하는 원계 말  한 CIS 막 태양 지  .

청 항 2 

 1항에 어 , 

상  1단계에  상   준비하는 것  상   아  9  내지 11  동안  척  하고 

탄  9  내지 11  동안  척  한 후 증  척하는 것  특징  하는 원계 말  

한 CIS 막 태양 지  .

청 항 3 

 1항에 어 , 

상  2단계에  상  극  상   상 에  비  하여 몰 브 (Mo)  증착하는 것  특

징  하는 원계 말  한 CIS 막 태양 지  .

청 항 4 

 3항에 어 , 

상   극  상 에 증착 는 상  몰리브 (Mo)  나트 (Na)  포함하  0.5㎛~1㎛  께  증착하는

것  특징  하는 원계 말  한 CIS 막 태양 지  .

청 항 5 

삭

청 항 6 

 1항에 어 , 

상  4단계는 상   체가   에 도체 열처리 비(DIFFUSION FURNACE)  하여 400℃ 내
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지 500℃ 도  열처리  진행하는 것  특징  하는 원계 말  한 CIS 막 태양 지  .

청 항 7 

 1항에 어 , 

상  5단계는 상  층    에 카드뮴(CdS)  학 액증착 (Chemical bath deposition)

 50nm 내지 70nm 께  코 하는 것  특징  하는 원계 말  한 CIS 막 태양 지  .

청 항 8 

 1항에 어 , 

상  6단계는 상  층    에  비  하여 20nm 내지 80nm  산 아연(ZnO)  증착한

후 알루미늄(Al)  2 중량% 도핑  산 아연(ZnO)  250nm 내지 300nm 증착하는 것  특징  하는 원계 

말  한 CIS 막 태양 지  .

청 항 9 

 1항에 어 , 

상  극  하는  7단계는 마 크  하여 그리드(GRID)  극   크린 쇄

(Screen  Printer)  또는 빔(E-beam)  치  하여 하는 것  특징  하는 원계 말  한

CIS 막 태양 지  .

  

   야

본  태양 지에 한 것 , 상 하게는 CIS 말  한 CIS 막 태양 지   에 한 것[0001]

다.

 경  

태양 지는 실리콘 도체  재료  사 하는 것과 합  도체  재료  하는 것  크게 나눌  고,[0002]

실리콘 도체에 한 것  결 계  비결 계  다. 

재, 태양   시   사 하고 는 것  실리콘 도체   중 결 계 실리콘 도체[0003]

단결   다결  태양 지는 변   고 신뢰  아  리 사 하고 다. 

태양 지   개 에 해 는 변   향상 나 가격  등  계 고  변   20%  월[0004]

하는 태양 지나 가격  낮   는 막 태양 지 등도 개 고 다. 

 같  태양 지  층 재료  CIS계, CIGS계 또는 CdTe계  합  도체  재  한 막 태양[0005]

지  연   개  루어지고 는  비 질 실리콘에 비해  고  열 상  없는 등 비  안

  경  고 고   가지고 다. 

특  CIS계 합  도체 막 태양 지는 가, 고   다양한 공  시도 고 다.   [0006]

 내

해결하 는 과
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본      우 한 CIS계 막 태양 지  공하는 것   한다.[0007]

또한 본    2원계 말  함 ,  공  간단  할  어  시간과 비[0008]

감하는 것   한다.

과  해결 단

본   준비하는  1단계   극  증착하는  2단계   체  하는  3단계[0009]

층  하는  4단계  층  하는  5단계  도우층  하는  6단계  극  

하는  7단계  루어진다. 

 과

본    원계 말  함 , 원계 말  함    우 하고, [0010]

 공  간단  할  어  시간과 비  감하는 과가 다. 

도  간단한 

도 1  본 에  원계 말  한 CIS계 막 태양 지   도,[0011]

도 2는 본 에  원계 말  한 CIS계 막 태양 지   도시한 개 도, 

도 3   본 에  원계 말  한 CIS계 막 태양 지  층  는 과  도시한

개 도,

 실시하  한 체  내

본    청 에  사  어나  단어는  통상 거나  사  미  한 해  해 어 는[0012]

아니 , 는 그 신   가    하  해 어  개  하게 할 

다는 원칙에 각하여 본   사상에 합하는 미  개  해 어야만 한다.

라 , 본 에 재  실시  도 에 도시   본  가  람직한  실시 에 과할 뿐[0013]

고 본   사상   변하는 것  아니므 , 본 원시 에 어  들  체할  는 다양

한 균등 과 변 들     해하여야 한다.

하 첨  본  람직한 실시  상  한다.[0014]

도 1  원계 말  한 CIS계 막 태양 지   도 다. [0015]

도 2는 본 에  원계 말  한 CIS계 막 태양 지   도시한 개 도 다.[0016]

도 1  도 2  병행 참 하 ,  다라 리(Sodalime Glass) (110)  준비하고 (110)  아[0017]

액 내에  9  내지 11  동안   한다.

아  액 내에    (110)  다시 탄  액 내에  9  내지 11  동안   하고[0018]

다라 리(Sodalime Glass) (110)  증 (D.I.water)  척한다.(S10)

다라 리(Sodalime Glass) (110)  다  리 , 다  실리카겔 리 , 비 질 리 [0019]

 등  사    다.

(110)  척  척  (110) 에  극(120)  증착 한다.(S20)[0020]

 극(120)  증착 할 는 (sputter) 비  하여 몰리브 (Mo)  증착하는     극[0021]

(120)  상 에 나트 (Na)  포함 도  증착하는 것  특징  하  께는 0.5㎛ 내지 1㎛ 도  한다. 

 극(120)  증착   극(120)  증착   에  체  한다.[0022]
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체는  삼 늄 듐(In2Se3)층  한  후(S30),  삼 늄 듐(In2Se3)층  에  늄 리[0023]

(CuSe)층   하는 것  루어진다(S40).

 극(120)  증착   에 삼 늄 듐(In2Se3) 말  트 타  도포하고 도체 열처[0024]

리 비(DIFFUSION FURNACE)  하여 100℃ 내지 200℃ 도  열처리한다.

그리고 삼 늄 듐(In2Se3)층     상 에 늄 리(CuSe) 말  트 타  도포[0025]

하여 도체 열처리 비(DIFFUSION FURNACE)  하여 100℃ 내지 200℃ 도  열처리  진행한다.

 체는 삼 늄 듐(In2Se3)  늄 리(CuSe) 말  어  트 타  도포하고 도[0026]

체 열처리 비(DIFFUSION FURNACE)  하여 100℃~200℃ 도  열처리시켜   도 다. 

 체  에도 진공 증착 (Vacuum evaporation), 링(sputtering)증착과 (selenization),[0027]

착 (electrodeposition)    다. 

층(130)   체가   에 도체 열처리 비(DIFFUSION FURNACE)  하여 400℃ 내지[0028]

500℃ 열처리  하여 다(S50).

층(130)    에 pn 합  시키  해 n  도체 층  카드뮴(CdS)  학 액증[0029]

착 (Chemical Bath Deposition)  50㎛ 내지 70㎛ 코 하여 층(140)  한다(S60). 

 카드뮴(CdS)  카드뮴(Cd)과 (S)  공 원  염 카드뮴(CdCl2) 2.4 mM과 티 (thiourea) 2.4[0030]

mM  도(pH)는 9 내지 11 고 도는 70℃ 내지 80℃에  15  내지 25 간 시켜 균 한 막

 얻   다. 

도우층  층(140) 에 산 아연(ZnO)층(150)  하고(S70),   산 아연(ZnO)층(150) 에 알루[0031]

미늄산 아연(Al:ZnO)층(160)  하여(S80) 만들어진다.

층(140)     에 (sputter) 공  산 아연(ZnO)  증착시킨다.[0032]

(sputter) 공  알에프 마그 트  (RF magnetron sputter) 공  루어지  증착 는 산[0033]

아연(ZnO)층(150)  막  20 내지 80nm 께 다.

그리고 S70 단계에  산 아연(ZnO) 도우층(150)    에 알에프 마그 트  (RF magnetron[0034]

sputter) 공  하여 타겟 는 알루미늄(Al) 2중량% 도핑  산 아연(ZnO)  사 하고 아 곤(Ar) 

에  께 250nm 내지 300nm  증착한다. 

도우층  할   마그 트  (RF  magnetron  sputter)  공  에  MOCVD(Metal  Organic  Vapor[0035]

Deposition) 공 과 Zn  한     다. 

극(170)  S80 단계에  알루미늄:산 아연(Al:ZnO)층(160)     에 마 크  하여[0036]

상 에 그리드(grid) 극   크린 쇄 (screen printer) 또는 빔(E-beam) 치  하여 

다(S90).

도 3   본 에  원계 말  한 CIS계 막 태양 지  층  는 과  도시한[0037]

개 도 다.

도 3  참 하  본  통한 태양 지는 태양 지에 태양빛(180)  사   태양빛(180)  가지고[0038]

는 에 지에 해 도체 내   동하는 상태가 다. 

 동하다가 PN 합에 해 생  계에 들어 게  (-)(190)는 N  도체에, 공(+)(195)[0039]

P  도체에 게 어 차가 생하게 다. 

양단  극에 도  연결하게  N  쪽  (190)가 도 (220)  통해 P  쪽  동하게[0040]

 가 게 다. 

태양빛(180)  계  사 는 한  상태가 계  지 므  가 지  게 다.  [0041]

본  상에  살펴본  같  람직한 실시  들어 도시하고 하 나, 상 한 실시 에 한[0042]

지 아니하  본  신  어나지 않는  내에  당해  하는 야에  통상  지식  가
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진 에 해 다양한 변경과  가능할 것 다.

 

110 : sodaline Glass                    120 : 극[0043]

130 : 층                            140 : 층

150 : 도우층 (ZnO층)                  160 : 도우층 (Al:ZnO층)

170 : 극                          180 : 태양빛

190 :                               195 : 공

210,230 : 극                          220 : 도

도

도 1
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도 2

도 3
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